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OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso el alumno conocera los principales dispositivos semiconductores tales
como: diodos, transistores bipolares de juntura y transistores de efecto de campo y podra
analizar y disefar circuitos electronicos basicos empleando los modelos matematicos que
los representan.
INDICE TEMATICO
UNIDAD TEMAS Horas Horas
Tedricas Practicas
1 Fisica de Semiconductores 8
2 Semiconductor de 2 capas o diodo de 10 6
union PN
3 Aplicaciones de diodos semiconductores 10 6
en circuitos electronicos
4 Transistores bipolares de Juntura o TBJ 10 4
5 Aplicaciones de transistores bipolares de 8 6
juntura
6 Transistores de efecto de campo o FET 10 4
7 Aplicaciones de transistores de efecto de 8 6
campo
Total de Horas 64 32
Suma Total de las Horas 96




CONTENIDO TEMATICO

1. FISICA DE SEMICONDUCTORES
1.1. Caracteristicas de materiales conductores, aislantes y semiconductores.
1.1.1. Caracteristicas fisicas y quimicas de los materiales conductores.
1.1.2. Caracteristicas fisicas y quimicas de los aislantes.
1.1.3. Caracteristicas fisicas y quimicas de los semiconductores.
1.2. Materiales semiconductores intrinsecos.
1.2.1. Estructura cristalina de los semiconductores intrinsecos.
1.2.2. Orbita de valencia estable.
1.2.3. Creacién de electrones libres por energia térmica.
1.2.4. Electrones libres.
1.2.5. Recombinacion y tiempo de vida.
1.3.Materiales semiconductores extrinsecos: tipo N y tipo P.
1.3.1. Dopado de semiconductores intrinsecos para obtencion de materiales
extrinsecos.
1.3.1.1. Aumento de electrones libres por dopado con materiales

pentavalentes.
1.3.1.2. Material tipo N.
1.3.1.3.  Aumento de huecos por dopado con materiales trivalentes.
1.3.1.4. Material tipo P.
1.3.1.5. Portadores mayoritarios.
1.3.1.6. Flujo de electrones y flujo de huecos.

2. SEMICONDUCTOR DE 2 CAPAS O DIODO DE UNION PN
2.1.Fabricacion del diodo de unién o diodo PN.
2.1.1. El diodo sin polarizacion.
2.1.2. Zona de deplexion.
2.1.3. Barrera de potencial.
2.2.Polarizacién del diodo.
2.2.1. Polarizacién directa.
2.21.1. \Voltaje de arranque o tension de umbral.
2.2.1.2. Resistencia interna.
2.2.1.3. Corriente maxima de polarizacién directa.
2.2.1.4. Potencia de disipacion maxima.
2.2.1.5. Resistencia limitadora.
2.2.2. Polarizacion inversa.
2.2.2.1. Corriente de saturacion inversa.
2.2.2.1.1. Corriente superficial de fugas.
2.2.2.2. Zona de avalancha.
2.2.2.3. \Voltaje inverso de ruptura.
2.2.2.4. Region Zener.
2.2.3. Curva y ecuacion caracteristica del diodo.
2.2.4. Resistencia estatica.
2.2.5. Resistencia dinamica.
2.3.Modelos de representacion de diodos semiconductores.
2.3.1. Modelo piezolineal con resistencia de diodo.



2.3.2. Modelo piezolineal sin resistencia.
2.3.3. Modelo ideal.

3. APLICACIONES DE DIODOS SEMICONDUCTORES EN CIRCUITOS
ELECTRONICOS
3.1.Rectificadores de media onda con un diodo.
3.1.1. Rectificadores de onda completa.
3.1.1.1.  Con transformador con tap central y dos diodos.
3.1.1.2. Con puente de diodos.
3.2.Circuitos recortadores.
3.2.1.1. Recortadores con diodos en paralelo.
3.2.1.2. Recortadores con diodos en serie.
3.3. Cambiadores de nivel o sujetadores.
3.4. Compuertas logicas.
3.5. Multiplicadores de voltaje.
3.6. Diodos de propdsito especial.
3.6.1. Diodos Zener.
3.6.2. Diodos Schottky.
3.6.3. Diodos Varactores.
3.6.4. Diodos tunel
3.6.5. Diodos emisores de luz (LED).
3.6.6. Diodos infrarrojos (IR).
3.6.7. Fotodiodos.
3.6.8. Otros diodos.
3.7.Simulacion de circuitos con diodos empleando herramientas computacionales.

4. TRANSISTORES BIPOLARES DE JUNTURA O TBJ
4.1.Construccioén de los transistores bipolares de unién o dispositivos de 3 capas.
4.2.Estructura, funcionamiento y curvas caracteristicas del transistor TBJ.
4.3. Polarizacioén de corriente directa y analisis de corriente directa C.D.

4.3.1. Polarizacion fija.

4.3.2. Polarizacion por divisor de voltaje.

4.3.3. Polarizacion por retroalimentacion.

4.3.4. Diversas configuraciones de polarizacion.

4.4.Punto de operacion.

4.5.Linea de carga de corriente directa.
4.6.Punto de saturacion.

4.7.Punto de corte.

4.8. Analisis de corriente alterna.

4.8.1. Modelos de representacién en C.A.
4.8.1.1. Parametros hibridos.
4.8.1.2. Parametros Tr.

4.8.2. Impedancia de entrada (zi).

4.8.3. Impedancia de base (zb).

4.8.4. Impedancia de salida (zo).

4.8.5. Ganancia de corriente.

4.8.6. Ganancia de voltaje.



4.8.7. Andlisis de fase.

4.9. Amplificador emisor comun.

4.10. Amplificador colector comun.

4.11. Amplificador base comun.

4.12. Simulacién de transistores bipolares de juntura empleando herramientas
computacionales.

. APLICACIONES DE TRANSISTORES BIPOLARES DE JUNTURA

5.1. Amplificador Inversor: analisis y disefo.

5.2. Amplificador seguidor de emisor: analisis y disefio.

5.3. Amplificadores de corriente.

5.4. Amplificadores de voltaje.

5.5.Simulacion de amplificadores con transistores TBJ empleando herramientas
computacionales.

. TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO O FET

6.1. Definicién y caracteristicas de los FET’s.
6.2. Definicion y caracteristicas de los transistores de efecto de campo de juntura
JFET.
6.2.1. JFET de canal N.
6.2.2. JFET de canal P.
6.3. Caracteristicas de transferencia.
6.4. Polarizacion del transistor JFET.
6.4.1. Polarizacion fija.
6.4.2. Autopolarizacion.
6.4.3. Polarizacion mediante divisor de voltaje.
6.4.4. Redes combinadas JFET'sy TBJ’s.
6.4.5. Diversas configuraciones de polarizacion.
6.4.6. Punto de operacion.
6.4.7. Curvas de polarizacion.
6.4.8. Modelos de pequena sefial del JFET.
6.4.9. Impedancia de entrada (zi).
6.4.10. Impedancia de salida (zo).
6.4.11. Ganancia de voltaje (Av).
6.4.12. Configuracion drenaje comun.
6.4.13. Configuracién de compuerta comun.
6.5.MOSFET de tipo decremental.
6.6. MOSFET de tipo incremental.
6.7. Polarizacion del transistor MOSFET.
6.7.1. Polarizacion fija.
6.7.2. Autopolarizacion.
6.7.3. Polarizacion mediante divisor de voltaje.
6.7.4. Redes combinadas MOSFET'’s, JFET y TBJ’s.
6.7.5. Diversas configuraciones de polarizacion.
6.7.6. Punto de operacion.
6.7.7. Curvas de polarizacion.
6.7.8. Modelos de pequefia sefial del MOSFET.



6.7.9. Impedancia de entrada (zi).
6.7.10. Impedancia de salida (zo).
6.7.11. Ganancia de voltaje (Av).
6.7.12. Configuracion drenaje comun.
6.7.13. Configuracién de compuerta comun.
6.8.Simulacion de transistores con FET's empleando herramientas
computacionales.

7. APLICACIONES DE TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO
7.1. Amplificador como elemento de conmutacion.
7.2. Amplificador inversor.
7.3. Amplificadores basicos con transistores MOSFET de emprobecimiento y
enriquecimiento.
7.4.Simulacion de amplificadores con MOSFET empleando herramientas
computacionales.

PRACTICAS DE LABORATORIO

Introduccion al laboratorio de circuitos electronicos.
Caracteristicas del diodo semiconductor.
Circuitos rectificadores.

Circuitos recortadores.

Circuitos fijadores.

Circuitos multiplicadores de tension.

Fuentes de voltaje de C.D.

Polarizacion del transistor bipolar de unién (TBJ).
. Parametros Pi del transistor a baja frecuencia.
10. Amplificador basico.

11. Amplificador base comun y colector comun.

12. Amplificador con transistores FET.
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SUGERENCIAS DIDACTICAS RECOMENDADAS PARA IMPARTIR LA

ASIGNATURA

SUGERENCIAS DIDACTICAS

A UTILIZAR

Exposicion oral

Exposicion audiovisual

Ejercicios dentro de clase

Ejercicios fuera del aula

Lecturas obligatorias

Trabajo de investigacion

Practicas de laboratorio

XXX X | XXX

Practicas de campo

Otras

MECANISMOS DE EVALUACION

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EVALUAR EL PROCESO
ENSENANZA-APRENDIZAJE

A UTILIZAR

Examenes parciales

Examen final

Trabajos y tareas fuera del aula

Participacién en clase

XX | X]| X

Asistencia

Exposicion de seminarios por los alumnos

PERFIL PROFESIOGRAFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

LICENCIATURA POSGRADO | AREA INDISPENSABLE | AREA DESEABLE
Ingenieria Mecénica Maestria en Electronica Sistemas Analdgicos
Eléctrica o, Ingenieria en Ingenieria

Electronica y
Comunicaciones




